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Mitsubishi Electric desarrolla el primer GaN-HEMT de varias células
directamente adherido a sustrato de diamante del mundo
Aumentard la eficiencia energética y la fiabilidad de la electronica de microondas en diversos campos

TOKIO, 2 de septiembre de 2019 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que,
en colaboracion con el Research Center for Ubiquitous MEMS and Micro Engineering del AIST (National
Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologia
Industrial Avanzada), ha desarrollado un transistor de alta movilidad de electrones de nitruro de galio
(GaN-HEMT) en una estructura de varias células (diversas células de transistores dispuestas en paralelo)
adherida directamente a un sustrato disipador térmico de diamante monocristalino con alta conductividad
térmica. Se cree que es la primera vez que se logra adherir un GaN-HEMT de varias células directamente a
un sustrato de diamante monocristalino.” EI nuevo GaN-HEMT en diamante mejorara la eficiencia de
potencia afiadida de los amplificadores de alta potencia en estaciones base de comunicaciones méviles y
sistemas de comunicaciones por satélite, lo que ayuda a reducir el consumo de energia. Mitsubishi Electric
perfeccionara el GaN-HEMT en diamante antes de su lanzamiento comercial previsto para 2025.

* Segun un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de 2 de septiembre de 2019.
Este logro de investigacion se anuncié por primera vez en la SSDM (International Conference on Solid State

Devices and Materials, Conferencia Internacional sobre Materiales y Dispositivos de Estado Sélido) que se

esta celebrando en la Universidad de Nagoya (Japon) del 2 al 5 de septiembre.
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Mitsubishi Electric gestiond el disefio, la fabricacién, la evaluacion y el analisis del GaN-HEMT en diamante
y el AIST desarroll6 la tecnologia de adhesion directa. Una parte de este logro se basa en los resultados
obtenidos de un proyecto encargado por la NEDO (New Energy and Industrial Technology Development

Organization, Organizacion de Desarrollo de Tecnologias Industriales y Nuevas Energias).

Caracteristicas clave

1) El primer GaN-HEMT del mundo con estructura de varias células adherida directamente a sustrato
de diamante
La mayoria de los GaN-HEMT existentes que utilizan un sustrato de diamante para la disipacién del
calor se crean utilizando una lamina de capa epitaxial de GaN de la que se ha eliminado el sustrato de
silicio y en la que el diamante se deposita a alta temperatura. A continuacion, los HEMT se fabrican
sobre el sustrato de diamante de la oblea de GaN aplanada. Sin embargo, debido a que los coeficientes
de expansion térmica del GaN y el diamante son diferentes, la oblea puede deformarse
considerablemente durante el proceso de fabricacion, lo que dificulta la fabricacion de GaN-HEMT

grandes de varias células.

Durante esta investigacion, se elimind el sustrato de silicio de un GaN-HEMT de varias células
fabricado con sustrato de silicio. También se puli6 la superficie posterior del GaN-HEMT para hacerla
mas delgada y plana, y asi adherirla directamente a un sustrato de diamante mediante una nanocapa de
adhesion. Se utilizé una estructura de varias células para la alineacion paralela de ocho células de
transistor de un tipo encontrado en productos reales. Por Gltimo, se fabricé un GaN-HEMT de varias
células en diamante, el primero del mundo, utilizando un sustrato con alta disipacién de calor hecho de

diamante monocristalino.
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2) Rendimiento y eficiencia energética mejorados para un mayor rango de ondas de radio y
conservacion energética, en comparacion con un GaN-HEMT original con la misma estructura en
un sustrato de silicio
El uso de un diamante monocristalino (conductividad térmica de 1900 W/mK) para una disipacion del
calor superior suprime la degradacion de la temperatura, reduciendo el aumento de temperatura del
GaN-HEMT de 211,1 °C a 35,7 °C. Esto mejora la potencia por ancho de punto de inyeccién de
2,8 W/mm a 3,1 W/mm y aumenta la eficiencia energética de un 55,6 % a un 65,2 %, lo que permite

una importante conservacion energética.

Antecedentes
En los ultimos afios, se han adoptado GaN-HEMT de alta potencia y eficiencia para amplificadores de alta

potencia en estaciones base de comunicaciones mdviles y sistemas de comunicaciones por satélite, lo que
contribuye a que dichos equipos sean mas pequefios, ligeros y eficaces. Sin embargo, debido a la generacién
de calor durante el funcionamiento de alta potencia, no se puede lograr el rendimiento inherente al GaN, y su
fiabilidad disminuye. EI GaN-HEMT de varias celdas en diamante recién anunciado puede lograr una alta
potencia y una alta eficiencia energética para amplificadores de alta potencia, lo que ayudara a reducir los
requisitos de consumo de energia de las estaciones base de comunicaciones moviles y los sistemas de

comunicaciones por satélite.

Patentes
Patentes pendientes de las tecnologias anunciadas en este comunicado de prensa: nueve en Japon y diez
fuera de Japon. Patentes completadas para las tecnologias anunciadas en este comunicado de prensa: dos en

Japon.
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Acerca de Mitsubishi Electric Corporation
Con casi 100 afios de experiencia en la provision de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacion, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electronicos utilizados en el procesamiento de la informacién y las comunicaciones, en
el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrénicos de consumo, en la
tecnologia industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion. Aprovechando el
espiritu de su declaracion corporativa "Changes for the Better" y su declaracion medioambiental "Eco
Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio
ambiente lider y por enriquecer la sociedad con la tecnologia. La empresa registré unos ingresos por valor de
4519 900 de yenes (unos 40 700 millones de dolares estadounidenses®) en el ejercicio fiscal finalizado el 31
de marzo de 2019. Para obtener mas informacién, visite:
www.MitsubishiElectric.com
*Tipo de cambio de 111 yenes por dolar estadounidense, fijado por el Mercado de divisas

de Tokio el 31 de marzo de 2019.
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